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Тема дисертації:
1. Розробка технологій покращення властивостей оптичних елементів на основі GaAs, діелектричних плівок
та сонячних елементів з їх використанням.

2. Development of technologies for improvement of properties of optical elements based on GaAs, dielectric films,
and solar cells with their usage.

Реферат:
1. В дисертації розроблено нову технологію, спрямовану на покращення оптичних властивостей та
деградаційної стійкості елементів ІЧ - оптики на основі напівізолюючого GaAs. Технологія включає плазмові
обробки та осадження алмазоподібних вуглецевих плівок. Встановлено, що завдяки застосуванню плазмових
обробок перед осадженням АВП оптичне пропускання елементів на основі GaAs в ІЧ області спектру може
бути суттєво покращене. Вперше показано, що деградаційна стійкість оптичних елементів на основі
кристалів напівізолюючого GaAs до дії гама-опромінення може бути покращена завдяки осадженню
просвітлюючих і захисних АВП. Показано, що завдяки структурній модифікації АВП під дією гама-квантів у



напрямку утворення sp3 - координованих C-C зв'язків пропускання структури АВП-GaAs після дії гама-
опромінення може навіть перевищувати пропускання вихідної (неопроміненої) структури. Оптимізовано
технологічні режими осадження АВП задля отримання плівок з заданими властивостями. Показана
можливість покращення к.к.д. СЕ на основі мультикристалічного кремнію в 1,5 рази завдяки осадженню АВП
та використанню розробленої фотовольтаїчної концентраторної системи. Встановлено механізми
модифікації та відновлення структури плівок SiO2 при іонних обробках та УФ - опроміненні. Розроблено
автоматизовану систему управління установкою газодетонаційного осадження ізолюючих, теплопровідних
шарів.

2. In the dissertation new technology for improvement of optical properties and degradation stability of IR -
optical elements based on semi - insulating GaAs has been developed. The technology includes plasma treatments
followed by deposition of diamond - like carbon films. It was established that due to application of the plasma
treatments prior to DLC film deposition the optical transmittance of optical elements based on GaAs may be
substantially improved. For the first time, it has been shown that degradation stability of optical elements based on
semi-insulating GaAs cryatals against action of gama-irradiation may be improved due to deposition of
antireflection and protective DLC films. It was also shown that due to structural modidication of the DLC films by
gama-quanta and appearance of sp3-coordinated C-C bonds in the films after this treatment the transperacny of
the irradiated DLC film-GaAs structure may even exceed the transperancy of the initial (unirradiated) one.
Technological regimes for deposition of the DLC films with required properties were optimized. It was shown that
improving of multi - Si based SC efficiency up to 1,5 times may be achieved due to deposition of the DLC films and
application of the developed photovoltaic concentrator system. The mechanism of SiO2 films structures
modification as well as their restoration under ion - plasma and UV treatments were established. The system for
automation of technological process of gas detonation deposition of insulating and thermal conducting layers has
been developed.
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